sorptionsspektren der 1®/PSS®-Filme dndern sich jedoch
nicht, unabhéngig davon, ob ein elektrisches Feld senk-
recht oder parallel angelegt wird. Die Permeabilitit von
2CgN®2C,/PSS°®-Filmen dndert sich nicht bei Anlegen ei-
nes elektrischen Felds parallel zur Membran, da die
schlecht leitenden ,Dialkyl*-Doppelschichten sich im
elektrischen Feld nicht ausrichten. Die Filme mit den leit-
fahigen, fliissigkristallinen Chromophoren veriandern also
ihre Permeabilitit bei einem elektrischen Feld parallel zur
Membran, die mit den schlecht leitenden Dialkyl-Amphi-
philen verindern die Permeabilitit bei einem elektrischen
Feld senkrecht zur Membran.

Fiir die Permeabilitdtsdanderungen ist es wichtig, daB die
Doppelschicht fliissig ist; sie kann nicht induziert werden,
wenn Filme aus starren polymeren Fliissigkristallen wie
Poly(benzylglutamat) verwendet werden. Die Doppel-
schichten von 1® werden an der hydrophilen Kopfgruppe
durch Kontakt mit den Polyanionen immobilisiert, behal-
ten aber die Eigenschaften einer Fliissigkeit. An kiinstli-
chen Membranen, deren Permeabilitit durch ein elektri-
sches Feld steuerbar ist, sollten sich Transportmechanis-
men biologischer Membranen studieren lassen.

Eingegangen am 17. Februar,
verinderte Fassung am 15. April 1986 [Z 1671)
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E;Te;Hal, gemischtvalente Telluridhalogenide von
Gallium und Indium mit eindimensionalen
Struktureinheiten**

Von Sabine Paashaus und Riidiger Kniep*

Die terniren Systeme E-Te-Hal (E=Ga, In; Hal=Cl,
Br, I) enthalten auf den Schnitten E,Te;-EHal, die Phasen
ETeHal mit inkongruentem Schmelzverhalten!. Auf den
von diesen terndren Phasen zu den binidren Chalkogeniden
ETe!? verlaufenden Schnitten konnten wir thermodyna-
misch stabile, gemischtvalente Verbindungen der Summen-
formel E;Te;Hal identifizieren. Bisher wurden folgende
Verbindungen rein erhalten: Ga;Te;Cl (Fp=718°C, kon-
gruent), Ga;Te;Br (Fp=733°C, kongruent) und Ga;Te;l
(Fp=692°C, kongruent) durch Kristallzucht aus der
Schmelze nach der Bridgman-Methode sowie In;Te;Br
(Fp=381°C, inkongruent) und In;Te;I (Fp=394°C, in-
kongruent) durch Anlassen stochiometrischer Mischungen

[*} Prof. Dr. R. Kniep, Dipl.-Chem. S. Paashaus
Institut fiir Anorganische Chemie und Strukturchemie der Universitiit
UniversitatsstraBe 1, D-4000 Diisseldorf

[**] Diese Arbeit wurde von der Deutschen Forschungsgemeinschaft und
dem Fonds der Chemischen Industrie gefordert.
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bei 240°C. Die intensiv roten Kristalle haben hohes Refle-
xionsvermdgen und nadeligen Habitus und sind sehr leicht
lings der Fasern spaitbar.

Die erste Kristallstrukturanalyse wurde an Ga;Tesl
durchgefiihrt®. Abbildung 1 zeigt das makromolekulare
Bauelement der Struktur, in dem GaTes,,]1-Tetraeder und
Ga,Te, ;-Gruppierungen (gestaffelte Konformation) ver-
kniipft sind. Die kurzen Ga-Ga-Abstinde in den zentralen

Abb. 1. Blick entlang (001} in das eindimensionale Strukturelement von
Ga,Te;l: Gam @, 1= O, Te=O; jedes Telluratom bildet mit drei Gallium-
atomen eine trigonale Pyramide (Bindungslingen Ga-Te: 2.633(1) bis
2.693(5) A).

Sechsringen (2.454(2) A) sind mit entsprechenden Bin-
dungslingen in Ga,l; (GaiGall,; 2.388(5) A") und
GaTe (2.434 A?) vergleichbar, so daB fiir diese Gallium-
atome die Oxidationsstufe +2, fiir die iodgebundenen
(Ga-I: 2.536(1) A) dagegen +3 anzunehmen ist. Ga,Te;l
ist damit die erste gemischtvalente Verbindung, die ein
Element der dritten Hauptgruppe mit den Oxidationsstu-
fen 42 und + 3 enthilt. Der makromolekulare Zusammen-
hang entspricht der Strukturformel

{(Tey/3(Ga');Tey,3)(Tey,sGa'"' ).

Im Strukturverband sind die parallel [001] verlaufenden
Stringe beziiglich ihrer zentralen Achsen etwa hexagonal
dichtest angeordnet. In Richtung [100] aufeinanderfol-
gende Makromolekiile sind jeweils translationsiquivalent.
Die kiirzesten intermolekularen Abstinde (3.863(5) A) fin-
det man zwischen den terminalen lodatomen und denjeni-
gen Telluratomen, die an der tetraedrischen Koordination
der Ga"'-Zentren beteiligt sind.

Eingegangen am 10. Mirz,
verinderte Fassung am 6. Mai 1986 [Z 1696]
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